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抵抗変化メモリ(ReRAM)は近年急速に実用化へ向けた研究が進められており、その動作メカニズム

についても数多くの考察がなされてきている[1]。その中で、バイポーラ型の抵抗スイッチング特性を

示すものについては、酸素欠陥がスイッチングの重要な役割を担うものとされているが、その動作に

はまだ不明な点が多く、欠陥に基づかない電子的機構によるもの、特にバリア高さの変化による影響

等が議論されており、現在もなお明らかにはなっていない。一方で ReRAM の候補材料として検討さ

れている酸化物には代表的な強誘電体である BaTiO3があり、抵抗ヒステリシス特性等の評価がなされ

ているが、その強誘電性が抵抗メモリ特性に及ぼす影響についてはほとんど議論されておらず、他の

常誘電体酸化物と同様に扱われてきたように考えられる。 

以上の背景から、我々は MOD 法を用いて BaTiO3薄膜を作

製し、その抵抗メモリ特性について検討してきた[2]。前回まで

の研究では、Au/ BaTiO3/Ptキャパシタ構造を作製し、抵抗ス

イッチング特性の観察に成功(オンオフ比約 4 桁)、またパルス

応答特性においてはオンオフ比約 2 桁の観察に成功した。しか

し、強誘電性と関係付けられる動作は明確には確認出来ず、他

のメカニズムが支配的になっている可能性が示唆された[3]。 

今回、酸素欠陥による抵抗スイッチングのメカニズムの可能

性に着目し、作製した BaTiO3薄膜について J-E 特性(半導体パ

ラメータアナライザ 4145B(Agilent 製 )により測定 )と、

XRD(2 - )パターン測定結果(Bruker DS-8)でのBaTiO3ペロブ

スカイト結晶ピーク角度シフトとの関係についてまず検討した。

BaTiO3薄膜の J-E 特性(Fig. 1)では、RTA における本焼成温度

の違いによって大きく変化が見られたが、XRD の測定結果では

焼成温度の違いによる BaTiO3のピーク角度シフトは 0.04 deg

以下となり、ほとんど確認出来なかった。これより今回 J-E 特

性で確認できた焼成温度における変化と酸素欠陥とは相関が無

い事が示唆された。一方 AFM による観察では、高温(850℃)焼

成時には小さな結晶粒が見られた(Fig. 2)が、低温(750℃以下)

焼成の膜ではこれらが見られなかったことから、上記 J-E 特性

の変化が結晶状態による可能性も示唆された。 
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Fig. 1 Resistive hysteresis of 120 

nm-thickness BaTiO3 film 

 

Fig. 2 AFM image of BaTiO3 thin film 

annealed at 850
 oC 
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